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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

<g) Verbessertes Verfahren zum Montieren von Chips in Flip-Chip-Technik-Prozessen 

@ Verfahren zum Montieren von Chips in Flip-Chip-Tech- 
nik-Prozessen, mit den Schritten des Auftragenselner Un- 
terfullung (27) auf ein Substrat (22), des Umdrehens einer 
Pnmarscheibe (21), so dafS die Ansatze (211) der Primar- 
scheibe (21) dem Substrat (22) zugewandt sind, des Plat- 
zierens der Primarscheibe (21) auf dem Substrat (22) und 
des Ausubens von Druck und Warme, urn die Primar- 
scheibe (21 ) mit dem Substrat (22) zu verbinden, des Auf- 
tragens eines Klebstoffes (28) auf eine Obersette der Pri- 
marscheibe (21) und des anschlie&enden Befesttgens ei- 
ner Sekundarscheibe (23) auf der Primarscheibe (21). des 
elektrischen Verbindens der Sekundarscheibe (23) mit 
dem Substrat (11), und des Kapselns der Primarscheibe 
(21), der Sekundarscheibe (23) und der Golddrahte (24) 
mit einem VerguBmittel (26), wobei nur eine Bond-Proze- 
dur fur die Kapselung der Chips erforderlich ist und die 
GroUe der Kapselung reduztertwird. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein verbessertes 
Verfahren zur Montage von Chips in Rip-Chip-Technik- 
Prozessen. 5 
[0002] Die Halbleiterscheiben sind fur verschiedene An- 
wendungen vorgesehen, wobei seit kurzem die Tendenz be- 
steht, diese in Modulen zu packen, um diese BedUrfnisse zu 
befriedigen. Bestimmte Scheiben sind so konfiguriert, daB 
sie fUr den Betrieb mit anderen kombiniert werden miissen. lO 
Wenn jedoch der Abstand zwischen den Verbindungsdrah- 
ten zwischen den Stiften der zwiei Scheiben einen gewissen 
Wert ubersteigt, wird die Funktion der Scheiben deutlich be- 
einfluBt, weshalb vorgeschlagen wird, eine Scheibe auf der 
anderen zu stapeln, um den Abstand zwischen diesen zu ver- 15 
kiirzen. Fig. 1 zeigt ein herkommliches Verfahren des Sta- 
pelns einer Scheibe auf einer anderen. Wie gezeigt ist, wird 
eine Primarscheibe 11 zuerst auf einem Substrat 12 befe- 
stigt, woraufhin Golddrahte 14 zwischen der Primarscheibe 
11 und dem Substrat 12 gebondet werden. AnschlieBend 20 
wird eine Sekundarscheibe 13 auf der Oberseite der Primar- 
scheibe 11 befestigt, woraufhin Golddrahte zwischen der 
Sekundarscheibe 13 und dem Substrat 12 gebondet werden. 
SchlieBlich werden die Primarscheibe und die Sekundar- 
scheibe 11 und 13 und die Golddrahte 14 und 15 mit einem 25 
VerguBmittel gekapselt, 

[0003] Da die Golddrahte 14 zwischen der Primarscheibe 
11 und dem Substrat 12 gebondet werden, miissen trotzdem 
die Golddrahte 15 in einem Abstand von den Golddrahten 
14 angeordnet sein, um nicht in den Bereich der Golddrahte 30 
14 zu gelangen, wodurch das Volumen des Gehauses fur die 
Primarscheibe und die Sekundarscheibe 11 und 13 erhoht 
wird. 

[0004] AuBerdem ist es erforderlich, ein leitendes Gel auf 
der Oberseite der Primarscheibe 11 anzuordnen, bevor die 35 
Sekundarscheibe 13 auf der Primarscheibe 11 befestigt 
wird, um eine gegenseitige Storung der Golddrahte 14 und 
der Sekundarscheibe 13 zu verhindem, wodurch die Hohe 
der Kapselung der Primarscheibe und der Sekundarscheibe 
11 und 13 erhoht wird, wodurch sie fur die Verwendung in 40 
diinnen Vorrichtungen ungeeignet wird. 
[0005] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, die Nach- 
teile des obenerwahnten Standes der Tlschnik zu beseitigen 
und ein verbessertes Verfahren zum Montieren von Chips in 
Rip-Chip-Technik-Prozessen zu schafifen. 45 
[0006] Es ist die Hauptaufgabe der Erfindung, ein verbes- 
sertes Verfahren zum Montieren von Chips in Rip-Chip- 
Technik-Prozessen zu schaffen, das nur eine Bond-Piozedur 
fur die Kapselung der Chips erfordert 

[0007] Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, ein ver- 50 
bessertes Verfahren zum Montieren von Chips in Rip-Chip- 
Technik-Prozessen zu schaffen, das die GroBe der Kapse- 
lung der Chips reduzieren kann. 

[0008] Diese Aufgaben werden erfindungsgemaB geldst 
dutch ein Verfahren, das die im Anspruch angegebenen 55 
Merkmaie besitzt. 

[0009] Weitere Merkmaie und Vorteile der Erfindung wer- 
den deutlich beim Lesen der folgenden Beschreibung bevor- 
zugter Ausfiihrungsformen, die auf die beigefugten Zeich- 
nungen Bezug nimmt; es zeigen: 60 
[0010] Fig. 1 ein herkommliches Verfahren zum Montie- 
ren eines Chips in St^lscheibentechnologien; und 
[0011] Fig. 2A, 2B, 2C. 2D und 2E ein verbessertes Ver- 
fahren zum Montieren von Chips in Rip-Chip- und Stapel- 
scheiben-Techniken. 65 
[0012] Die rig. 2A, 2B, 2C, 2D und 2E zeigen ein verbes- 
sertes Verfahren zum Montieren von Chips in Rip-Chip- 
Techniken, mit einem Substrat 22, einer Unterftillung 27, ei- 
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ner Primarscheibe 21, einem Klebstoff 28, einer Sekundar- 
scheibe 23 mit derselben GroBe wie die Primarscheibe 21, 
Golddrahten 24 und einem VerguBmittel 26. Wie gezeigt ist, 
umfaBt das verbesserte Verfahren zum Montieren von Chips 
in Rip-Chip-Techniken die Schritte: 

1. Auftragen der Unterfullung 27 auf das Substrat 22 
(das mit darauf befindlichen MetalUotanschiiissen 221 
versehen sein kann) (siehe Fig. 2a); 

2. Umdrehen der Primarscheibe 21, so dafi ihre An- 
satze 211 dem Substrat 22 zugewandt sind, wobei die 
Primarscheibe 21 auf dem Substrat 22 plaziert wird 
und Druck und Wanne ausgeubt werden, um die Pri- 
marscheibe 21 mit dem Substrat 22 zu verbinden (siehe 
Fig. 2b); 

3. Auftragen eines Klebstoffs 28 auf die Oberseite der 
Primarscheibe 21 und anschlieBendes Befestigen der 
Sekundarscheibe 23 auf der Primarscheibe 21 (siehe 
Fig. 2c); 

4. elektrisches Verbinden des AluminiumanschluBfel- 
des auf der Sekundarscheibe 23 mit dem (nicht gezeig- 
ten) Stift des Substrats 22 (siehe Fig. 2d); und 

5. Kapseln der Primarscheibe 21, der Sekundarscheibe 
23 und der Golddrahte 24 mit dem VerguBmittel 26 
(siehe Fig. 2e). 

[0013] GemaB dem verbesserten Verfahren zur Montage 
von Chips in Rip-Chip-Technik-Prozessen ist nur eine 
Bond-Prozedur fur die Kapselung der Halbleiterchips erfor- 
derlich, wodurch die Herstellungskosten gesenkt werden 
und die GroBe des Gehauses der Halbleiterchips reduziert 
wird und die Verzogerung bei der SignalQbertragung verrin- 
gert wird. 

Patentanspriiche 

Verfahren zur Montage von Chips in Rip-Chip-lfech- 
nik-Prozessen, gekennzelchnet durdi die Schritte: 
Auftragen einer Unterfullung (27) auf ein Substrat 

(22) ; 

Umdrehen einer Primarscheibe (21), so daB die An- 
satze (211) der Primarscheibe (21) dem Substrat (22) 
zugewandt sind; 

Plazieren der Primarscheibe (21) auf dem Substrat (22) 
und Ausiiben von Druck und Warme, um die Primar- 
scheibe (21) mit dem Substrat (22) zu verbinden; 
Auftragen eines Klebstoflfes (28) auf eine Oberseite der 
Primarscheibe (21) und anschlieBendes Befestigen ei- 
ner Sekundarscheibe (23) auf der Primarscheibe (21); 
elektrisches Verbinden der Sekundarscheibe (23) mit 
dem Substrat (22); und 

Kapseln der Primarscheibe (21), der Sekundarscheibe 

(23) und der Golddrahte (24) mit einem VerguBmittel 
(26). 
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Abstract 



The method comprises the following steps: the application of a lower filling (27) on a substrate (22); the turning over of a primary 
chip (21) so that protuberances lace the substrate; the laying of the primary chip on the substrate and the application of pressure 
and heat to make contact of the chip with the substrate; the application of an adhesive layer (28) on the top of the primary chip and 
the fastening of the seuundary chip (23) en the primary chip: r^nnectinQ electrically the secondary chip to the substrate by use of 
wires; and encapsulating the primary chip, the secondary chip, and the wires (24) for gold in a molding compound (25). 
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